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ミニマル装置を利用したCMOSプロセスでは、従来、ゲート電極にはAlが用いられていたが、

Technology 2018と命名された最新の CMOS技術では、ゲート電極に仕事関数が Siの真性フェル

ミ準位に近い TiNが採用され[1]、TiN膜厚を計測するミニマル装置が望まれていた。 

金属薄膜の膜厚を非破壊で測定するためには蛍光 X線法が一般的に用いられるが、Alゲート

電極が数百 nmであるのに対して、TiNゲート電極は数十 nmと薄くなるため、感度よく膜厚を測

定するために、今回、全反射蛍光 X線測定部をミニマル装置に組み込んだミニマル全反射蛍光 X

線装置（TXRF Tester）を開発した (Fig. 1)。全反射蛍光 X線測定部には、アワーズテック製 200TX

の X線光学系を採用し、専用設計の真空チャンバーに組み込むことによって SN比が向上し、数

十 nmの TiNの膜厚を短時間で精度よく測定することが可能となった。異なる膜厚の TiN薄膜で

作成した検量線の例を Fig. 2に示す。 

TXRFのように、ウェハの水平面に近い角度で入射する分析方法では、ウェハの tilt角の制御

は、小口径ほど難易度が高くなるため、超小型化されているミニマルファブでは、大型システム

と異なり、より高度な位置合わせ精度が必要となる。一方で、検出系が測定ウェハに近いために

立体角が大きく取れるなどのメリットもある。本発表では、装置の仕様、安定した膜厚測定のた

めの工夫やミニマル装置のサイズ感に合わせたコンパクトな設計について紹介する。 
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Fig. 1 Schematic diagram of a TXRF Tester Fig. 2 Calibration curve for determination of TiN 
thickness  
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